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近接場光学に基づいた膜厚測定原理近接場光学に基づいた膜厚測定原理

近接場光を利用した，ナノインプリント時に生じる残膜厚測定法の確立を目指す．
現在は，更なる高分解能化に向けた，金属プローブを用いた散乱検出法の検討を
行っている．
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残膜　厚さ数10nm程度残膜　厚さ数10nm程度

次世代リソグラフィー技術として期待されている

実用化には高精度残膜厚測定技術が必須

相互作用で近接場光学応答が変化

膜厚測定可能性

散乱型検出法の検討（FDTD解析）散乱型検出法の検討（FDTD解析）
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膜厚評価指標の提案
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膜厚情報を含む

airgap＝プローブ先端とレジスト膜表面との距離
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膜厚と実効シグナルの関係(airgap10nm)
膜厚とプローブ先端電場強度の関係(airgap10nm)
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膜厚に対して近接場光学応答が変化

10％以下のばらつきで実効シグナルを検出できれば，
100nmまでの膜厚を10nm以下の精度で計測できる可能性が示された．


